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Рис. 2.: Кадр 10×10 мкм (а) и его сечение 
вдоль линии  “1-2” (б) 

 АСМ-изображение исходного стекла 

Рис.3.: Кадр 5×5 мкм (a), его сечение вдоль 
линии “1-2” (б)  и 3D-изображение (в)   

(φ = 3.4 ×1010 см-2с-1; Φ=1015 см-2) 

Рис. 5.: Кадр 10×10 мкм (a), его сечение вдоль 
линии “1-2” (б) (φ =1.4×1011 см-2с-1; Φ=1015 см-2)  

АСМ-изображения образцов облученных электронами 

Рис 8.: Токи утечки при электронном (1) и 
совместном (2) облучении образцов (Е = 30 кэВ) 

Рис. 7.: Кадр 2.5×2.5 мкм (a), его сечения вдоль линии  
“1-1” и “ 2-2”(б) и 3D-изображение кадра (в)  

(φ = 1.0 ×1011 см-2с-1; Φ=1015 см-2)  

 АСМ-изображения образцов облученных электронами и ЭМИ 

Рис.9.: Типовые формы импульсов, регистрируемых при совместном облучении электронами и ЭМИ  
 

Рис. 6.: Кадр 2×2 мкм (a), его сечение вдоль 
линии “1-2” (б) (φ =6.2×1010 см-2с-1; Φ=3×1014 см-2)  

Таблица. 2.: Зависимости частоты импульсов от плотности значения φ  
(Е= 30 кэВ)  

Таблица. 1.: Зависимости частоты импульсов от энергии электронов  
(φ = 3 ×1010 см-2с-1) 

Показано, что при облучении электронами с энергиями от 10 до 50 
кэВ при плотности потока в диапазоне  109 ÷ 5.1011 см–2 с–1 и 
совместном облучении электронами и ЭМИ стекла  К-208 протекают 
разряды двух типов, которые сопровождаются выбросом плазмы в 
окружающее пространство.  Первый тип – разряд с микровыступа на 
поверхности стекла в окружающую ионизованную среду приводит к 
росту микровыступа за счет накопления остывшего стекла на 
последней стадии разряда и к образованию новых микровыступов на 
облучаемой поверхности за счет возврата на нее плазмоидов. Второй 
тип – разряд развивается вдоль облучаемой поверхности, оставляя 
на ней разрядные каналы шириной до 300 нм и глубиной до 4 нм. 
Помимо разрядов в экспериментах наблюдались пробои 
облучаемого стекла на проводящую подложку, с которой снимались 
токи утечки, величина которых возрастала как с увеличением 
плотности потока электронов, так и с ростом их энергии. 

Необходимо отметить, что при совпадающих значениях параметров 
электронного пучка в случае совместного облучения частота 
разрядов сокращается. При этом разряды второго типа, возникающие   
в случае электронного облучения в вакууме 10—4 Па, когда значении  
плотности потока становится выше 7.5×1010 см–2 с–1, при совместном 
облучении наблюдались уже при значениях 6.0×1010 см–2 с–1. Это 
объясняется ростом плотности ионизованной остаточной атмосферы 
у облучаемой поверхностности стекла, что, в свою очередь, 
увеличивает вероятность развития разрядов второго типа.    
Установлено так же, что при совместном облучении электронами и 
ЭМИ значительно увеличивается доля пробоев стекла  К-208 на 
проводящую подложку, что, по-видимому, обусловлено в основном 
внутренним фотоэффектом  в облучаемом образце. Доля пробоев 
стекла в количестве фиксируемых импульсов  растет вместе с  
энергией воздействующих электронов. 
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